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"Vl'TJJ . teiner aktWe Ha.ble.terbaue.emente und passive 

Prufungsantrag gem. 5 "^"'.^^ i eistungsmoduls miteiner awwe 
@ Verfahren zur He^teUung^^ Lej^;^ 

Halbleiterbauelemerte aunwe ei- 

Die Erfindung betriftt 'TY^^^J^^ Halble-terbauele- 

tungsanordnungundm.t«nem^^^^ 

zumindest ein Teil X''* luinindest em Tei der 

nassiven Bauelemetite m D>c^"' ^ jjj3 oberseite 
^'enHrnen Keramiktrager ged uctt^ Leiterbahnen 
das DCB-Substrats wird zur Bi^una^ ^^^^ ^gib. 

reiterbauelemente J^^U^rif^ Auf den Keram.ktra- 
Sungsanordoung^^^^^^^^^^ 

get wird fur )edes Pass'ye ° ^jndestens eine Kent?" 
^nnc eine erste Drucksch'cht un° rn. Druckschicht 
flache al8 weitere, «ch lateral an Keramiktrager 
an^hlieBende Drucksch.cht gedrucW. ^^^^^.^ . 

^ den uber d.e mind^ens^m ^^^^ DCfrSub- 

O korrespondierenden An*^'" 
S SmittelsLStenverbunden. 
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Uisiungscinhdt fanp«enj S^^^^^^ m^SjSS die durch AusbUdung von Lea- 
der Kegel sowohl aktive . Bauelemente wid nut der „ geigncl strukiurierte Ober- 
stungshalbleiierbaue^m^^^^^^ g^, ,„ 

wie Widerslande (bsp. ^^unis ^ur^ jj^^^^^ie. seited^DCB ^"^^^ verbunden, daB 

Kondensaloren auf^^st Die L^sumg u„d ,°^f ^^nespondierenden AnschluBfla- 

nmgsgeschwind.gk«^ auteten autg ^^^^jung von chen ^^^^^^'^^u J anderen auf dem DCT-Sub- 

(insbesondere die I^!'''""8t^~Snden der aus- Weise nut dem ^^^S^^gstrSger (bsp. eine Me- 
Wungsanordnungj^ddaterund^^^Otu ^^^^^^ ^ ^^f.f S vS^^^ 

reichenden Wameabfuht .to J^^^^ | tallplatte) ''"^8^'°^ ^J"*p^wen Bauelemente (insbeson- 

«eise ein sogenanntes D^-B-Sub^^'^JSpfeThichten "^'''^ser ang^^eten^^^w^ ^ 

hierbei auf die obere Kupferschicht . ^ aktiven Halbleiterbaueiemeni^ nCB-Substrats auf den 

NSigbi»l-li".'" ,,„L.i«»i.g.n»<l.l>l«ael«.d««.« 

SSwSufwandundKosten verursacht. „albleiterbauelemente erfonterhchen I^vor 

Ite Verbindung (Kon«|^--; "„ £X SO S-^f '^'^f ;,S:";„ A„^lanXfe*ind^^^^ 

standteil der weiteren Patentanspruche. 
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SS^ri" ^Slnde 10 als Shun, zur Mes- 

Dickschichttechnik to«^t^d^«*«(^'^«^^- 
DCB-Substrat3 vorgesehen das acn «i sttukturierten) 

(d. h. auf die Oberseite L6tp«,ieB mit dem 

U 15 aufgelbtet und ^^^^^^^^ic^ ^32) mcchanisch 
DCB-Subsi«i3 (da etsten KupM^^ 4^ ^ 

elektrisch Ober Bond<^'! vejunde ^^^^ ^ 

10 der ^^S'^S£den Kontaktflachcn 14 
dieWiderstandsbahnUanscnue ^chutz- 

(Metallisierungen) und «n« ''^^l^^.^^uig^r 21 
Uicht (Passivierung) ""^^"^^^Xi unter Verwendung 25 
gedruckt; dieser Kerajm^g^ Jlw'^ .^^ 
L Konlaktflachen 14 <^\^^£;;y,ht 32) vorgesehe- 
DCB-Substrat. 3 (der des Lots 15). Bei- 

„en AnschluBflachen »"ff ^"^^'^lichzeitig mit dem 
spielsweise wird ^^l^!?S£^nJd^^^- 
l5>ten der I^i«h,^''':^"SSnddasDCB-Substrat 
Substrat 3 dut^hgefUhrtund anschbe^^ ^ 

3 mit den aufgebrachten » als metallische 
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sivcBauetemente (10) (2), wobei zu- 

nundest em lett °" -ufgelotet und zumm- 

(U) auf ein D<'^-^"^''"''o^,LvmM.te (10) in Dick- 
^dest ein M der ^^ll^^^-^^^^^ ^ 
schichttechmk auf ™°^"^k^;„«ichnet, daB 
(21)gedructo««d. dad^g*^^^^ ^^^^ 

_ <fie 0^i« -25 j;^n und AnschluBflachen 

Bildung von ^'^^'^^^^.^^.i^i^^a^X^msnle^ 
zurAufnahraederakUvenHalbleiteroau ^ 

(m und der passiven Bauelemente ae 

'^i'^'°™^S»i (3) und/oder gleichzeil^g m»t 
trager(2)erfolgt 
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